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JOSEPH LUCAS (INDUSTRIES) LIMITED

entidad briténica, domiciliada en Great
King Street, Birmingham, Inglaterra, re-

lativa a:

"METODO DE FABRICACION DE DISPOSITIVOS SE
MICONDUCTORES"

Inventor: Dennis George Goodman
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fia nos. 51035/1968 y 24991/1969, de
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respectivamente.
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MEMORTA DESCRIPTIVA

- B - L -

Esta invencidn se refiere a la fabricacidn de dis-

positivos SomiconductoroS. = = = = = = = = = = = - - - - — -

Mis particularmente, la invencidn se refiere a un
nétodo de fabricacién de dispositivos semiconductores, carac
terizado porgue comprende las estapas siguientes: I) formar
una pastilla con por lo menos unz zona de t;po P y'por lo
menos una zona de tipo nj II)'fijar 12 pestilla & un sopor-
te por medio de una capa dé'éera o de otro material resis-
tente @l mordiente y recubrir la superficie descubierta de
lz pastills con zonas aisladas de cera u otro material;

III) tratar la pastilla con un mordiente querno ataque la
cera u otro material, formando el mordiente, en las zonas

de 1a pastilla de entre la cera u otro material; canales en
cada uno de los cuales queds descubierta una union p-n, divi
diendo los canales & la pastilla en una pluralidad de dispo-
sitivos independientes que permanecen fijados al soporte;
IV) colar en los canales un cémpuesto endurecible capaz de
protejer las uniones p-n; V) endurecer el compussto de modo
que forme une pelicula prqﬁéctora sobre las uniones; VI)teli

minar la cora u Obro materiale = = = = =« = - - - - « - .- - -

Segin otra caracteristica de la invencidn, los ca=

nales se extisnden més alla de las uniones p=n pero no coms



5.

10.

15.

20.

25.

pletemente a través de la pestilla, de modo gue las uniones

quedan protegidas pero los dispositivos se hallan aun inter-

conectadoge =~ = = = = & @ -t m - - m - e e m . .- --
En los planos 8NeX08, = = = = = = = = = « = = = =

Ias figuras 1 a 5 son vistas en seccion que ilus-
tran cinco etapas de la fabricacidn de diodos segin un ejem=

plo de la invencion, siendo la figura 5 une vista ampliada,=-

La figura 6 es una vista en planta de la figura

Las figuras 7 a 12 son vistas en seccibén que ilus-
tran seis etapas de la fabricacion de diodos segﬁn un segun=

do ejemplo de la invencidn, y = = = = = = = = = = = = = = =

Lz figura 13 es una vista en planta de la figura

Con referencia a las figuras 1 a 6, una pastilla
10 de silicio de material tipo p 6 n es tratada por medio
de técnicas conocidas de difusion para formar una unidn p-n
(figura 2). Después de que se ha formado la union p-n, se
depositan capas metdlicas adecuadas (no ilustradas), en las
superficies de la pastilla para faciliter la realizacidn de
subsiguientes conexiones eléctricas con los diodos a produ~
cir. Ta pastilla 10 se fija entonces a un soporte 11 de vi-
drio o cerémica por medio de una delgada capa 12 de cera.
Unz plantilla de ocultacion (no ilustrada), de acero, gue
contiene una pluralidad de orificios rectangulares, se si-

4$la entonces sobre la parte superior de la pastilla y se
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ssparce nna solucidn de cera sobre Iz pastilla a traves de

. la plantilla. La cera se adhiere a la pastilla de modo que,

cuando se saca la plantilla, la superficie de la pastilla
incluye una pluralidad de zonas rectangulares 13 que estan
recubiertas con cera (figure 3). El soporte 11 que lleva

la pastilla se sumsrge entonceé en un mordiente que elimina
las regiones de la pastilla de sntre las zonas 13 (figura
4). Se observara que la cera que se utiliza pzara fijar la
pagtilla al soporte y la cera que oculta o protege las zo=-
nas 13 de la pastilla se elige de modo que no sea afectada
por el mordiente. pésde'luego; pued;n utiiiéafs; ﬁa%efiélgs”

registentes al mordiente que no ssan ceras. — = = = « = -

Cuando han sido mordenta@as les zonas Qescubier-
tas de le pastillu, se saca del mordiente el soporte 11 ¥y
se lava y seca. IIn esta etapa, el soporite lleva una plura-
lidad de diodos ‘rectangulares 15 p-n que estan separados -
por los canales 14 en cada uno de los cuales queda descu-
bierts una unién p~n, sstando aun los diodos fijados uno a

otro por medio del soporte.s — = = = = = = = = = = = = = = =

Se cuela entonces uns solucion compuesta por apro-
ximudamente 5% de resina de siliconas, un catalizador (por
ejemplo zcetato de zine) y un vehiculo voldtil sobre el so-

porte 11 y se hace £luir por los canales 14 entre los dio="

"dos 15 (figura 5). Cuando los bordes descubiertos y morden-

tados 16 de los diodos 15 estén recubiertos con la solucidn
8o expone el soporite 2 una corriente de aire caliente que

hace que el vehiculo voldtil se evapore dejando el barmiz y
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su cataligador en los bordes descubisrtos y mordentados de
log diodos. Entonces el soporte se coloca en una estufa, a
una temperatura de entre 105 a 1152C durante un periodo de
cuarenta y ocho horas, tiempo duraﬁte el cual la resina de
giliconas se éhdurece y forma una delgada pelicula adheren-
te y protectora 17 gobre los hordes 16, que antes quedaban
descubiertos, de los diodos 15. Cuando se ha endurecido la
pelicula 17 sobre los bordes 16 de los diodos, el soporte

11 se saca de la estufa y se lava con un solvente, por ejem-
plo tricloroetileno, que disuelve la cera que recubre la su-
perficie superior e inferior de la pastilla 10 pero que no
ataca la pelicula 17. Los diodos 15 sa sacah del soporte 11
cuahdo se disuelve la cera y se colocan eﬁtonces en una es-
tufa durante otro periodo para garantizar que la pelicula

de encima de los bordes 16 estd completamente endurecida,
después de 1o cual los diodos estdn listos para el ensayo o
verificacidn. Después de la verificacion, se realizan con-

tactos con los diodos por soldadura y los diodos se montan

de cualquier manera conveniente. = = = = = = = = = = « = = =

El vehiculo voldtil puede ser de varios tipos, pe-

ro se prefiers un alcohol o une cetona. La resina utilizada

en el ejemplo preferido es del tipo:

-0

R
|
Si~ 0~
|
0
!

donde R es el grupo metilo, y esta resina da los mejores re-
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sultados en el ejemplo particular descrito debido a que
cuzndo se endurece no ss afectada por el solvente que se
ufiliza pura eliminur la cera, o3 capaz de resistir la tem-
peratura alcunzedu en el proceso de soldadura y no es dalia-
5. da por la manipulacidn mecénica de los diodos. Sin embargo,
las condiciones requeridas vor la resina variardn con la
aplicacion particular. Por ojemplo, los diodos 15 podrian
posicionurse sobre un soporte elastico ¥ luego hendirse,
después de lo cual se someteria el soporte a traceidn nara
10. séparar los diodos, que quedarfan aun posicionados sobre el
soporte con canales entre ellos. La resina podria ser uti-
lizada como se ha descrito anteriormente, perc no necesita-
r{z en este caso ser resistente al solvente, dado que no de-
be eliminarse cera. En algunas aplicaciones puede realizar-
15, se soldadura =2 baja temperatura} en el cual caso la capaci-
dad de la resina para resistir la temperatura es menos cri-
tica. Ademés, en algunos casos el diodo puede encapsularse
después de que se han realizado los contactos y en estos ca-
508 no es problema si el procedimiento de soldadura elimina .
20, la pelicula protectora debido a que la pelicula protectora
: serd sustituida por el material de encapsulado. Se ha halla-
do que los mejorss resultados se obtienen con resinas de si-

liconzs del tipo:d
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o mezclas de lag mismas en las que R es unz agrupacidn ari-

lo o0 alquilo. En el caso de unu agrupacién arilo se prefie-
_ . . e .

re el fenilo y en el caso de ung agrupaclion alquilo Cplongqs

n es preferentemente de 1 a 6, prefiriendose el metilo. = =~

En una modificacidn del ejemplo descrito, el pro-
ceso de difueidn se acaba sdlo parcialmente en la etapa
ilustrada en la figura 2 y la introduccidn requerida tiene

lugar durante el endurecido. — = = = = = = = = =« = =« = =

En otra modificacion, el mordentado de la etapa
ilustrada en la figura 4 se detiene después de que quedan
descubisrtas las uniones p-n pero antes de que se corte com—
pletamente la capa de tipo n. E1l proceso prosigue como se ha
degscrito pero con todos los diodos interconectados. Lios dio-

dos se separan segdn Se precise por hendldo y rotura. = = -

En otro sjemplo, se proporciona proteccién para
una o més de las uniones descubiertas de un dispositivo in-
dividual formado de cualquier manera conocida conveniente
por recubrimiento de la unidn o de cada union descublerta
con una pelicula adherente de un material endurecido de re-
gina de siliconas, preferentemente la resina utilizada en el

ejemplo ilustrado en las figuras 1 a 6¢ = = = = = = = = = =
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Con referencia a las figuras 7 a 13, una nvastilla
de silicio 20 de material de tipo.p 6 n se trata por medio
de téenicas conocidas de difusidn para former una unidn p-n
(figura B8). Despuss de que se ha Fformado la unidn p-n, se
aepositan eapas metdlicas adecuadas (no ilugtradas) sobre
la superficie de la pustilla para facilitar la realizacidn
de subsiguientes conexiones eléctricas con los diodos a pro;
ducir. Lu pastilla que contisne las uniones p-n se fija en-
fonces a un soports de vidrio o cerdmica 21 por medio de
una delguda cava 22 de cera. Una plantilla de ocultécién
(no ilustrada) de acero, que contiene una pluralidad de ori-
ficios rectangulares se posicions sob&e Ja superficie supe-
rior de la pastilla y se esparce una solucidn de cera sobre
la pastilla. La cera entra en lus aberburas de la planfilla
v se adhiere a la pastilla de modo que cuando se saca la
plantilla, la superficie de la pastilla incluye una plura-
lidad de zonus rectangulares 23 que estan recubisrias con
cera (figura 9). &1 soporte 21 que lleva la pastilla se su-
merge'entonoes en un mordiente que elimina las regiones de
la pastilla de entre las zonas 23 (figura 10). Se 9bservaré 
que lu cera que se utiliza para fiiar el disco al soporte y
la cera que cubre las zonas 23 de la pastilla se eligen de
modo que no gean afectadas por el mordiente. Cuando las zo-
nas descubisrtas de la pastillz han sido mordentadas, Se- sa-
ca al soporte 21 del mordiente y se lava y seca. Enresta
etapa sl soporte lleva una bluralidad de pequefiog diodos
p~n rectangﬁlares 25 que estén separados uno de otro y que
ostdn recubisrtos por ambas caras con cera, quedando solo

descubiertos los bordes mordentados 26 de los diodos 25. Deg
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de luego, pueden utllizarse materiales resistentes al mor-

LBy

¢ \'xx‘l';zli“.‘v
iz

z 5;{31

diente que 10 sean COrag. = = = = = = = = ~ - - ==

Un material de caucho sintético con enlaces trans-
versales y a base de silicio, en forma 1iquida, se cuela en-
tonces sobre el soporte y se hace fluir por los espacios 24
de entre los diodos (figura 11). Cuando los espacios 24 es-
t4n 1llenos con cauchb l{quido ge enjuga la superficie de 1aw
pastilla mordentada pare eliminar el exceso de caucho, de-
jando una red 277de caucho 1iquido en los espacios 24. Se
endurece entonces el caucho liquido y el soports se coloca
en un bafio de 1{quido en el que es soluble la cera. La cera
que cubre los diodos 25 y la cera que fija los diodos al so-
porte 22 se disuelven dejando los diodos 25 fijados entre af
por medio de una membrana de caucho 27 (figura 12). Asi, am=-
bas caras de los diodos 25 quedan libres y los bordes de los

diodos 25 estén protegidos por la membrang 27. = = = = = = -

Cuando se requiere utilizar uno de los diodos 25
la porcion de la membrana 27 que fija el diodo @ los diodos
restantes se corta dejando un dlodo independiente con sus

bordes protegidos por las porciones cortadas de la membrana.

Cuando el diodo tisne consxiones practicadas con
el mismo por medio de un procsso de soldadura a alta bempe-
ratura, la temperatura de soldadura puede elegirse de modo
que descomponga el caucho que protege los bordes del diodo,
dejando por ello los bordes del diodo libres, listos para
el encapsulado. Sin embargo, el caucho puede permenscer en

su posicidén durante toda 1z vida del diodo. Ademds, en este
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ejemplo, el cuucho puede emplearse pary fzeilitar la. manipu-

lacidn sin ninguna proteccidn de 1ms uniones pen. = = = = =

No e9 esencial que ol material de la membrana Sea
Tlexlble. Pusden utilizarse mutberiales que produzcan una mem=
brana quebradiza, en el cual caso los diodos se separan uno

de otro por fructura, en vez de por cortado, de la membrana.-

Aungue ambos ejemplos se refieren a diodos, se com=-
prenderé desde luegc que la invencion puede utilizarse en la
fabricacion de transistores, tiristores y, en general, dispo-

sitivos semiconductoresS,. — = = = v« = = - - - - - - -- -~ -

Debe entendersse que la expresién "paging de sili-
conas" se utiliza en la descripeidn y en las reivindicacio-

nes en su sentido mds ampliaments aceptado, que excluye los

cauchos 4o S1licoNuSe = = @ = = = = = = = o = = = - - = - -
N O T A

-

Se declaran de novedad y propiedad para Zspalia, sus

torritorios y pluzas de soberania, las siguientes: - - = - =

REIVINDICACIONSES

1.= Método de fabricaciodn de dispositivos semicon-
ductores, curacterizado porque comprende las etapas siguiepr
tes: I) formar una pastilla con por lo menos una zona de ti-
PO p y por lo menos una zona de tipo n; II) fijaf la pastilla
a un soporbe por medio de una capa de cefa o de otro material

resistente al mordisnte y recubrir la superficie descubierta
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de la pastilla con zonas aisladas de cera u otro material;
III) tratar la pastilla con un mordiente que no ataque la
ééfé u otro material, formando el mordiente, en las zomas

de la pastilla de entre la cera u otro materiai, canales en
cada uno de los cuales queda descubierts una unidn p-n, di-
vidiendo los canales a la pastilla en una pluralidad de dige
positivos independientes que permanecen fijados al soporta;
IV) colar en los canales un compuesto endurecible capaz de
prdteger las uniones p-n; V) endurecer ol compuesto de modo
que forme una pelicula protectora sobre las uniones; VI) ell

minar la cera u otro material, = = = = -~ R R R

2.- Método segun la reivindicacidn 1, caracteri-
zado porque el compuesto endurecible o8 un material de cau-
cho sintetico con enlaces transversales que forma una mem-
brana que lnterconecta los dispositivos al tiempo que prote-

ge las uniones p-Ne = = = = = R i R - -

3.- Método segin la reivindicacidn 2, caracteri-
zado porgue incluye la etapa de practicar conexionss con
los dispositivos por soldadura, descomponiendo la operacion

de soldadura a la membranfe — = = = = = = = = = = - - - = -

4.- Método segin lu reivindicacidon 2, caracteri-
zado porque incluye la etapa de practicar conexiones con
log dispositivos por soldadurw, dejando la operacién de so0l-

dadura intacta a la membranf. — — = = = = = = = - - - - - -

5.- Mitodo segin la reivindicacion 1, caracteri-

zado porque el compuesto endurecible es una resina de sili-
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6.~ HMetodo segun la reivindicacidn 5, caracteri-

zado porque sl compuesto es del tipo:
R

Si
|
0
1

en donde R es una agrupacién arilo o algquiloe = = = = = = =

T.- Metodo segin la reivindicacidn 5, caracteri= _

zado porque el compuesto es del btipo:

—0

Q-

en donde R es una agrupacidn arilo o alquiloe = = = = = = =

’ ’ o < s ! . .
8¢~ Metodo segun la reivindicacion 7, caracteri-

zado porque R es la agrupacion metilos = = = = = = = = = =

(] 3 ] 0] [4 V 2
9.~ Matodo segin la reivindicacidn 7, caracteri-

zado porque R es la agrupacidn feniloe = = = = = = = = = =

10.- Método segin cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a9, caracterizadb porgue los canales se exbtienden |
mds alld de las uniones p-n pero no completaﬁentera tfévés
de 1z pastilla, de modo que las uniones quedan protegidas

pero 1log dispositivos gs hallan aun interconectados. = = = =

e PTG
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11.~ Método segun cualquiera de.las reivindicacio-

nes 1 a 10, caracterizado porque la pastilla p-n se forma
s6lo parcialmente por difusidn en la etapa (I) y la difusion

se completa durante el endurecidle.s = = = = = = = = = = « = =

.

12.- "MELODO DE FABRICACION DE DISPOST'IVOS SEMI
CONDUCTORES"s = = = = = = = = = = === == - m === =

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria gue consta de trece hojas, foliadas y meca-
nografiadas por una sola de sus caras, y de una lémina de

dibujos que.la ilustra.

BARCELONA, 25 OCT, 196¢
P. A M. CURELL SUROL

Mot ot
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